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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年9月17日(2009.9.17)

【公開番号】特開2007-43176(P2007-43176A)
【公開日】平成19年2月15日(2007.2.15)
【年通号数】公開・登録公報2007-006
【出願番号】特願2006-211302(P2006-211302)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  27/105    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  27/10    ４４８　

【手続補正書】
【提出日】平成21年7月31日(2009.7.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スイッチング素子、前記スイッチング素子に連結された下部電極、前記下部電極上に形
成された下部電極コンタクト層、前記下部電極コンタクト層上に備えられ、下面の一部の
領域が、前記下部電極コンタクト層の上面と接触した相変化層、及び前記相変化層上に形
成された上部電極を備えるが、
　前記相変化層は、均一に分布された絶縁性の不純物を含むことを特徴とする相変化ＲＡ
Ｍ。
【請求項２】
　前記絶縁性の不純物は、前記相変化層全体に均一に分布されたことを特徴とする請求項
１に記載の相変化ＲＡＭ。
【請求項３】
　前記絶縁性の不純物は、相変化が起こる前記相変化層の所定領域にのみ均一に分布され
たことを特徴とする請求項１に記載の相変化ＲＡＭ。
【請求項４】
　前記絶縁性の不純物は、ＳｉＯｘ（ｘ＝１～４）、ＳｉＮ、Ｓｉ３Ｎ４、ＴｉＯｘ（ｘ
＝１～４）、ＡｌＯ及びＡｌ２Ｏ３からなる群から選択された少なくとも何れか一つであ
ることを特徴とする請求項１に記載の相変化ＲＡＭ。
【請求項５】
　前記絶縁性の不純物の含量は、体積を基準に前記相変化層の１０％未満であることを特
徴とする請求項１に記載の相変化ＲＡＭ。
【請求項６】
　前記下部電極コンタクト層は、ＴｉＮまたはＴｉＡｌＮであるか、ＴｉＮやＴｉＡｌＮ
よりゼーベック係数の絶対値が大きく、負の符号を有し、ＴｉＮやＴｉＡｌＮより熱伝導
度は低く、前記ＴｉＮやＴｉＡｌＮと同じレベルの電気抵抗を有する物質層であることを
特徴とする請求項１に記載の相変化ＲＡＭ。
【請求項７】
　前記下部電極コンタクト層は、コンタクトホールの一部を満たし、前記相変化層は、前
記コンタクトホールの残りの部分を満たすことを特徴とする請求項１に記載の相変化ＲＡ
Ｍ。
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【請求項８】
　スイッチング素子と、
　前記スイッチング素子に連結された下部電極と、
　前記スイッチング素子及び前記下部電極を覆う層間絶縁層と、
　前記層間絶縁層に形成されており、前記下部電極が露出される第１コンタクトホールと
、
　前記第１コンタクトホールを満たす第１下部電極コンタクト層と、
　前記層間絶縁層上に形成されており、前記第１下部電極コンタクト層を覆う第２下部電
極コンタクト層と、
　前記第２下部電極コンタクト層上に形成されており、前記第２下部電極コンタクト層が
露出される第２コンタクトホールを備える絶縁層と、
　前記絶縁層の相部面に形成されており、前記第２コンタクトホールを満たす相変化層と
、
　前記相変化層上に形成された上部電極と、を備えるが、
　前記相変化層は、均一に分布された絶縁性の不純物を含むことを特徴とする相変化ＲＡ
Ｍ。
【請求項９】
　前記絶縁性の不純物は、前記相変化層全体に均一に分布されたことを特徴とする請求項
８に記載の相変化ＲＡＭ。
【請求項１０】
　前記絶縁性の不純物は、前記下部電極コンタクト層と接触した部分を中心に相変化が起
こる前記相変化層の所定領域にのみ均一に分布されたことを特徴とする請求項８に記載の
相変化ＲＡＭ。
【請求項１１】
　スイッチング素子、前記スイッチング素子に連結された下部電極、前記下部電極上に形
成された下部電極コンタクト層、前記下部電極コンタクト層上に備えられ、下面の一部の
領域が、前記下部電極コンタクト層の上面と接触した相変化層、及び前記相変化層上に形
成された上部電極を備えるが、前記相変化層は、均一に分布された絶縁性の不純物を含む
相変化ＲＡＭの動作方法において、
　前記相変化層及び前記下部電極コンタクト層を通過するリセット電流を印加して、前記
相変化層の前記下部電極コンタクト層に接触した部分を非晶質状態に変えることを特徴と
する相変化ＲＡＭの動作方法。
【請求項１２】
　前記リセット電流は、前記下部電極コンタクト層としてＴｉＮやＴｉＡｌＮが使用され
るときのリセット電流より小さいことを特徴とする請求項１１に記載の相変化ＲＡＭの動
作方法。
【請求項１３】
　前記下部電極コンタクト層は、コンタクトホールの一部を満たし、前記相変化層は、前
記コンタクトホールの残りの部分を満たすことを特徴とする請求項１１に記載の相変化Ｒ
ＡＭの動作方法。
【請求項１４】
　前記リセット電流を印加した後、前記相変化層および前記下部電極コンタクト層を通過
するセット電流を前記リセット電流より長時間印加することを特徴とする請求項１１に記
載の相変化ＲＡＭの動作方法。
【請求項１５】
　前記絶縁性の不純物は、前記相変化層の全体に分布されたことを特徴とする請求項１１
に記載の相変化ＲＡＭの動作方法。
【請求項１６】
　前記絶縁性の不純物は、前記下部電極コンタクト層と接触する相変化層の一部の領域に
のみ分布されたことを特徴とする請求項１１に記載の相変化ＲＡＭの動作方法。
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【請求項１７】
　前記相変化層は、Ｔ字型であり、
　前記下部電極コンタクト層は、前記スイッチング素子に連結される第１下部電極コンタ
クト層、及び前記Ｔ字型相変化層と前記第１下部電極コンタクト層とを連結する第２下部
電極コンタクト層を備えることを特徴とする請求項１１に記載の相変化ＲＡＭの動作方法
。
【請求項１８】
　前記下部電極コンタクト層の側面は、スペーサで取り囲まれたことを特徴とする請求項
１１に記載の相変化ＲＡＭの動作方法。
【請求項１９】
　基板に形成されたスイッチング素子、前記スイッチング素子に連結された下部電極、前
記下部電極上に形成された下部電極コンタクト層、前記下部電極コンタクト層上に備えら
れ、下面の一部の領域が前記下部電極コンタクト層の上面と接触した相変化層、及び前記
相変化層上に形成された上部電極を備えるが、前記相変化層は、均一に分布された絶縁性
の不純物を含む相変化ＲＡＭの製造方法において、
　前記下部電極コンタクト層が形成された結果物の上面上に、前記絶縁性の不純物が除外
された相変化層の構成物と前記絶縁性の不純物とが均一に混合された物質を形成して、前
記絶縁性の不純物が均一に分布された相変化層を形成することを特徴とする相変化ＲＡＭ
の製造方法。
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